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我々は SPring-8の放射光を駆使して、有機薄膜形成中やデバイス動作中での結晶構造や電位分

布を評価する技術を開発してきた [1.2]。本講演前半では、X線回折法を用いた有機薄膜形成過程

のその場観察に関する研究について紹介する。さらに後半では我々が近年取り組んでいる、硬 X

線光電子分光(HAXPES)法を用いた有機薄膜トランジスタの電位分布オペランド計測に関する研

究について紹介する。 

 その場観察に関する技術開発は、SPring-8の産業利用ビームライン BL19B2と BL46XUにて行

った。一例として有機薄膜の形成過程その場観察のために作製した、真空蒸着装置の概観写真と

内部構成を図 1に示す。この装置は真空蒸着中の X 線回折測定が可能なうえに①電流導入端子や

②複数の蒸着源、③試料冷却といった機構を有し、多様な試料環境下にある有機薄膜の形成過程

や物性を調べることができる。図 2に、ペンタセン薄膜の形成中の X 線回折パターン膜厚依存性

を示す。この結果、支配的な成長が膜厚の増加とともに薄膜相からバルク相へと変化していく過

程をリアルタイムで観察することに成功した。また我々は、他の有機半導体を用いて大気曝露が

結晶構造に及ぼす効果や電気特性と膜形態の関係などをその場観察により明らかにした。 
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図 1. その場 X 線回折測定用の真空蒸着装置 

(a)内部構成、（b）概観写真。 

図 2. ペンタセン薄膜の X線回折パターン 

膜厚依存性。 

(b) (a) 
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